Dimensionnement du transistor de puissance NMOS :




En utilisant l’équation qui régit le mode linéaire




Sachant que KN correspond au paramètre de transconductance du transistor.






Pour 

	

	See Table in 3.1.1. section
	For PMOS_7_5
	


	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	








R = ρ * L / Diam

ρ is resistivity of gold ≈ 2.44 * 10^-8 [Ω*m]

copper		1.68×10-8


longueur max d’un bonding     :0.1 inch = 2.54 mm                      	L = 0.00254 métre
		mini	0.04 inch	=1.016mm

1 miles = 25.4 µm	2 miles	= 50.8µm        		Diam = 5.08E-5 metre
10 milli ohm = 0.01 ohm


Meter resistance
at ø 25µm (20C) ohm/m Au  44.8 46.9      Al 57.1 59.1 	Cu 34.6 36.7 
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